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Core-Shell型 MQWにおける発光波長の成長条件依存性 

Growth condition dependents of the emission wavelength in Core-Shell 

MQW nanowire 
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【はじめに】GaN ナノワイヤーを芯(Core)としてその周囲を覆う殻(Shell)のように GaInN/GaN 

MQWを形成させた Core-Shell型構造は、ナノワイヤーの低転位性を引き継いだ非常に高品質な結

晶を有する。この構造において他機関から、ワイヤー径によって発光波長が変化することが報告

されている[1]。しかしながら、成長条件を変えた場合におけるワイヤー径と波長の変化量の関係

は明らかになっていない。そこで、今回 MQW の成長条件を変化させた場合の発光波長と波長の

変化量の関係を明らかにするための実験を行った。 

【実験方法・結果】まず、波長がワイヤー径に依存することを確認するため 4 種類の異なるホー

ルサイズのパターン(D:ホール径、P:ピッチ幅)を用いて MQWの成長を行った。405nmレーザを用

いて室温で PL 測定を行った結果を図 1 に示す。図 1 より、本研究機関においても 450nm~490nm

程の波長変化が確認された。次に波長の成長条件依存性を検証した。１つのホールサイズマスク

を用いて、MQW成長時における Ga流量を 74→89→111の順に増やした 3種類のサンプルを作製

し PL測定を行った。測定結果を図 2に示す。図 2 より、Ga流量制御により波長の長波化が確認

された。上記のことから、ホールサイズと成長条件の制御により長波長へのシフトが見込める。 
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図 2 発光波長-In/Ⅲ 特性 図 2 発光波長-ホールサイズ 特性 
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